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ommission Electrotechnique Internationale (CEIl) est une organisation mondiale de nann
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Dispositifs @ semiconducteurs.

Cette premiére édition est basée sur I'EC/PAS 62189 (2000).

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
47/1735/FDIS 47/1745/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.
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International )Standard IEC 60749-23 has been prepared by IEC technical commit
SemicgndUctor devices.
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FOREWORD

The Iinternational Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization|eg
all njational electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC s 1o
ational co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and elegtronic f
nd and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical/Speci
ical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to
ication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee i

subject dealt with may participate in this preparatory work. Internationaly governmental 2
nmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation.”[EC collaborate
he International Organization for Standardization (ISO) in accordance ,with ‘conditions deterr
ment between the two organizations.

rmal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as,hearly as possible, an inte
nsus of opinion on the relevant subjects since each technical .committee has representation
sted IEC National Committees.

ublications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC
ittees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical conte
ications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used of
misinterpretation by any end user.

In orger to promote international uniformity, IEC National” Committees undertake to apply IEC Pul
transparently to the maximum extent possible in their) national and regional publications. Any di
betwgen any IEC Publication and the corresponding*national or regional publication shall be clearly ing
the Igtter.

IEC provides no marking procedure to indicateé its approval and cannot be rendered responsible
equigment declared to be in conformity with ant|[EC Publication.

All ugers should ensure that they have the\latest edition of this publication.

No ligbility shall attach to IEC or its,directors, employees, servants or agents including individual exg
membpers of its technical committeéessand IEC National Committees for any personal injury, property da
otherl damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal f
expepses arising out of the\publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any o
Publigations.

patent rights. IEC, shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.
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This first edition is based on the IEC/PAS 62189 (2000).

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
47/1735/FDIS 47/1745/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.
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Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2007.
A cette date, la publication sera

* reconduite;

* supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou

+ amendée.
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This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
2007. At this date, the publication will be

* reconfirmed;

* withdrawn;

* replaced by a revised edition, or
+ amended.
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, DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
METHODES D'ESSAIS MECANIQUES ET CLIMATIQUES -

Partie 23: Durée de vie en fonctionnement a haute température

1 Domaine d’application

Cet es
ture av
des di
disposi
élevée
peut é
I'utilisa
présen

c le temps sur des dispositifs a état solide. |l simule les conditions de fonction
positifs d’'une maniére accélérée et il est essentiellement destiné a la qualificat
ifs et au contréle de fiabilité. Une forme de durée de vie utilisant uné)temp
avec polarisation sur une courte durée, communément connue sous le‘hom de

re utilisée pour dépister les défaillances liées a la mortalité infantile. Le de¢tail de

lion et de I'application du rodage ne font pas partie du domaine.“d’applicatio
e norme.

2 Références normatives

Les dg
docums
non da
amend

CEIl 60
intégré

CEIl 60
mécan

3 Te

Pour le

3.1

cuments de référence suivants sont indispensables pour l'application du
ent. Pour les références datées, seule I'édition<citée s'applique. Pour les réfé
ées, la derniére édition du document de référence s'applique (y compris les év
bments).

Y47 (toutes les parties), Dispositifs a sémiconducteurs — Dispositifs discrets et
5

y49-34:00, Dispositifs a semiconducteurs — Méthodes d'essais climatiq
ques — Partie 34: Cycles en puissance 1

rmes et définitions

s besoins du présent document, les termes et définitions suivants sont applicab

tension de fonctionnement maximale

tension
conforn

d’alimentation maximale a laquelle un dispositif est prévu pour fong
hément a la spécification ou la fiche technique du dispositif applicable

mpéra-
hement
on des
érature
odage,

h de la

brésent
rences
entuels

circuits

les et

tionner

3.2

tension assignée maximale absolue
tension maximale qui peut étre appliquée a un dispositif, au-dela de laquelle un dommage

(caché

ou autre) peut se produire

NOTE Elle est fréquemment spécifiée par des fabricants de dispositifs pour un dispositif et/ou une technologie de
dispositifs spécifique.

1T A publier.
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1 Sc

This te

devices

primari

bias lif¢ using a short duration, popularly known as “burn-in”, may be used to screeh fo

mortali

this standard.

2 Ndrmative references

The fol
For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest
of the n

IEC 60

IEC 60
Power

3 Te

For the

3.1
maxim

maximxrm supply voltage at which a device is specified to operate in compliance W

applica

3.2

absolute maximum rated voltage
maximym voltage that may be applied to a device, beyond which damage (latent or oth

SEMICONDUCTOR DEVICES -
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS -

Part 23: High temperature operating life

ope

t is used to determine the effects of bias conditions and temperature on solj

d state

over time. It simulates the device operating condition in an accelerated way,
y used for device qualification and reliability monitoring. A form of high temp

y related failures. The detailed use and application of burn-in is outside the s

lowing referenced documents are indispensable for theapplication of this dod

eferenced document (including any amendments) applies.
Y47 (all parts), Semiconductor devices — Discrete devices and integrated circuits

749-34:0 , Semiconductor devices — Me&hanical and climatic test methods — R
cycling 1

rms and definitions

purposes of this document,the following terms and definitions apply.

um operating voltage

ble device spegification or data sheet

and is
erature
r infant
cope of

ument.
edition

Part 34:

ith the

rwise)
may Oi"' F

NOTE It is frequently specified by device manufacturers for a specific device and/or technology.

1 To be published.
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3.3

température de jonction assignée maximale absolue

température de jonction maximale d’un dispositif en fonctionnement, au-dela de laquelle un
dommage (caché ou autre) peut se produire

NOTE 1 Elle est fréquemment spécifiée par les fabricants de dispositifs pour un circuit et/ou une technologie
spécifique.

NOTE 2 Les fabricants peuvent également spécifier les températures de boitiers maximales pour des boitiers
spécifiques.

4 Appareillage

L’exécytion de cet essai exige un matériel qui est capable de fournir les conditions
particulieres de contrainte auxquelles les échantillons d’essai seront soumis.

4.1 Circuits

Il faut que les circuits par lesquels les échantillons seront polarisés soiehi-congus en prenant
en congidération plusieurs éléments, comme détaillé ci-dessous.

411 Schéma de dispositif

Les plgns de polarisation et de fonctionnement doivent considérer les limites du disppsitif et
ne doivent pas provoquer de contraintes excessives des dispositifs ou contribuer a un
emballgment thermique.

4.1.2 Puissance

Le circyit d’essai doit étre congu pour limiter Ja.dissipation de puissance de telle sorte|que, si
une défaillance du dispositif se produit, une puissance excessive ne sera pas appliquée a
d’autrep dispositifs dans I’échantillon.

4.2 Montage du dispositif

La congeption du matériel, si necessaire, doit prévoir un montage des dispositifs qui féduise
les eff¢ts défavorables alors que les parties sont soumises aux contraintes (par exemple
dissipation de chaleur inappropriée).

4.3 limentationiet-sources de signal

Les appareils deimesure (tels que les voltmétres numériques, oscilloscopes, etc.) |utilisés
pour établir .et.-contréler I'alimentation et les sources de signal doivent étre étalonnés et
posséder unebonne stabilité a long terme.

4.4 Enceinte environnementale
L’enceinte environnementale doit étre capable de maintenir la température spécifiée a une

tolérance de 15 °C a travers l'enceinte pendant que les parties sont chargées et non
alimentées.

5 Procédure

Les dispositifs échantillons doivent étre soumis aux conditions de contrainte spécifiées ou
sélectionnées pour la température et le temps prescrits.
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3.3
absolu

te maximum rated junction temperature

maximum junction temperature of an operating device beyond which damage (latent or

otherwi

NOTE 1
NOTE 2

se) may occur

It is frequently specified by device manufacturers for a specific device and/or technology.

Manufacturers may also specify maximum case temperatures for specific packages.

4 Test apparatus

The performance of this test requires equipment that is capable of providing the particular

stress

41

The cir
severa

411

The bid
overstr

4.1.2

The te
occurs

4.2 1

Equipn
effects

(' n [ Ry | n & ! HT o & !
LUTTUTUIUTTS TU WITTUTT T 1ol osalllpIiTcs WITT VT SoUUJTULLITU.

Circuitry

considerations, as outlined below.

Device schematic

sing and operating schemes shall consider the limitatiofsof the device and s
bss the devices or contribute to thermal runaway.

Power

5t circuit shall be designed to limit power dissipation such that, if a device
excessive power will not be applied to othér-devices in the sample.

Device mounting

ent design, if required, shall provide for mounting of devices to minimize §
while parts are under stress (€.g. improper heat dissipation).

4.3

Instruments (such as digital voltmeters, oscilloscopes, etc.) used to set up and monito
suppliefs and signal sources shall be calibrated and have good long-term stability.

4.4

The enjvironmental chamber shall be capable of maintaining the specified temperature
a tolergnceof x5 °C throughout the chamber while parts are loaded and unpowered.

ower supplies and sighal'sources

nvironmental 'chamber

cuitry through which the samples will be biased must be designed taking into account

hall not

failure

dverse

power

b within

5 Procedure

The sample devices shall be subjected to the specified or selected stress conditions for the
time and temperature required.
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5.1 Durée de contrainte

La durée de vie avec polarisation est destinée a remplir ou dépasser une durée de vie sur site
équivalente dans des conditions d’utilisation. La durée est établie en se fondant sur
I'accélération de la contrainte. La durée de contrainte est spécifiée par le document
d’approvisionnement applicable. Des mesures intermédiaires peuvent étre réalisées si
nécessaire selon les restrictions de I'Article 7.

5.2 Conditions de contrainte

Les conditions de contrainte doivent étre appliquées continuellement (sauf pendant les
périodes de mesure intermédiaires). Le temps passé a élever lI'enceinte aux conditions
accélérées, a réduire les conditions de I’enceinte a la température ambiante et a réaljser les
mesurgs intermédiaires ne doit pas étre considéré comme une portion de la dutée |d’essai
totale dpécifiée.

5.2.1 Température ambiante

Sauf spécification contraire, la température ambiante et la polarisation pour contrpinte a
haute température doivent étre réglées pour maintenir la température dans la gamme
souhaijée. D'une fagon générale la température de jonction ,de;125 °C pour 1 00D h est
appliquée pour cet essai. Sauf spécification contraire, la témpérature ambiante pour la
contraipte a basse température doit étre au maximum de —-10:2C.

5.2.2 Tension de fonctionnement

Sauf spécification contraire, il convient que la tension de fonctionnement soit la tengsion de
fonctiohnement maximale spécifiée pour le dispositif sauf si les conditions de 5{2.1 ne
peuvent pas étre satisfaites. Une tension supérieure est autorisée afin d’obtenir 'accé|ération
de la durée de vie a partir de la tension ainsi que de la température; cette tension ne doit pas
dépasser la tension limite maximale absolue pour le dispositif et doit étre agréée| par le
fabricapt du dispositif.

5.2.3 Configurations de polarisation

Les cqgnfigurations de polarisation ci-dessous peuvent étre a contrainte de polafisation
(statigye ou a impulsions) ‘eu‘a contrainte de fonctionnement (dynamique). En fonction de la
configuration de polarisation, les tensions d’entrée et d’alimentation peuvent étre mises a la
terre ol élevées a un potentiel maximal choisi pour assurer une température de contrainte
non supérieure a la température de jonction limite maximale. Les sorties de dispositif peuvent
étre a|vide ou €h-‘charge, pour atteindre le niveau de tension de sortie spécifié] Si un
dispositif posséde une caractéristique de coupure thermique, il ne doit pas étre polarisg d’'une
maniérg susCeptible de provoquer une coupure thermique du dispositif.

5.2.3.1L__Polarisation directe 3 haute température (HTEB)

L'essai de HTFB est configuré pour les jonctions de tenue en puissance majeures en
polarisation directe des échantillons de dispositifs. Les dispositifs peuvent étre mis en
fonctionnement dans un mode de polarisation directe statique ou a impulsions. Le fonction-
nement a impulsions est utilisé pour réaliser une contrainte sur les dispositifs aux niveaux ou
proche des niveaux de courant limites maximaux. Il convient que les conditions de
polarisation particulieres soient déterminées pour polariser le nhombre maximal de jonctions a
I’état solide dans le dispositif. L’essai de HTFB est généralement appliqué aux dispositifs de
puissance, aux diodes et aux transistors discrets (non généralement appliqués aux circuits
intégrés). L'essai de HTFB, lorsqu'il est appliqué aux dispositifs de puissance, est
complémentaire a la CElI 60749-34.
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5.1 Stress duration

The bias life duration is intended to meet or exceed an equivalent field lifetime under use
conditions. The duration is established based on the acceleration of the stress. The stress
duration is specified by the relevant specification. Interim measurements may be performed
as necessary, subject to the restrictions in Clause 7.

5.2 Stress conditions

The stress condition shall be applied continuously (except during interim measurement
periods). The time spent elevating the chamber to accelerated conditions, reducing chamber
conditions to room ambient and conducting the interim measurements shall not be considered
a portign of the total specified test duration.

5.21 Ambient temperature

Unless| otherwise specified, the ambient temperature and bias for high_temperature stress
shall be adjusted to maintain the temperature within the desired range\Iypically, a junction
temperpture of 125 °C for 1 000 h is used for this test. Unless otherwise specified, the
ambient temperature for low temperature stress shall be a maximum(of—10 °C.

5.2.2 Operating voltage

Unless|otherwise specified, the operating voltage should_be the maximum operating foltage
specifigd for the device unless the conditions of 5.2.4 _cannot be met. A higher voSIFage is

permitted in order to obtain lifetime acceleration from voltage as well as temperatufe; this
voltagg shall not exceed the absolute maximum, rated voltage for the device and shall be

agreed|upon by the device manufacturer.

5.2.3 Biasing configurations

Biasing configurations detailed below niay be bias stress (static or pulsed) or operating stress
(dynamic). Depending upon the biasing configuration, supply and input voltages may be
groundpd or raised to a maximum:potential chosen to ensure a stressing temperatjire not
higher [than the maximum-rated.junction temperature. Device outputs may be unlogded or
loaded] to achieve the specified output voltage level. If a device has a thermal shutdown
feature] it shall not be biased in a manner that could cause the device to go into thermal
shutdown.

5.2.3.1 High temperature forward bias (HTFB)

The HTFB test.is configured to forward bias major power handling junctions of the|device
samplels. The. devices may be operated in either a static or a pulsed forward bias| mode.
Pulsed|operation is used to stress the devices at, or near, maximum-rated current levgls. The
particu arrhias conditions should be determined to bias the maximum number of the solid
state junctions in the device. The HTFB test is typically applied on power devices, diodes and
discrete transistor devices (not typically applied to integrated circuits). The HTFB test, when
applied to power devices, is complementary to IEC 60749-34.
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5.2.3.2 Durée de vie en fonctionnement a haute température (HTOL)/Durée de vie en
fonctionnement a basse température (LTOL)

L'essai de HTOL/LTOL est configuré pour polariser les nceuds de fonctionnement des
échantillons de dispositifs. Les dispositifs peuvent étre mis en fonctionnement dans un mode
de fonctionnement dynamique. Généralement, plusieurs paramétres d’entrée peuvent étre
réglés pour commander la dissipation de puissance interne. Ceux-ci comprennent les
tensions d’alimentation, les fréquences d’horloge, les signaux d’entrée, etc., qui peuvent étre
mis en fonctionnement méme en dehors de leurs valeurs spécifiées, mais en aboutissant a un
comportement prévisible et non destructif des dispositifs sous contrainte. Il convient que les
conditions de polarisation particuliéres soient déterminées pour polariser le nombre maximal
de nceuds de fonctionnement potentiels dans le dispositif. L'essai de HTOL est généralement
appligué aux disposiiifs Togiques et aux mémoires. L essai de LTOL est desiiné a rechercher
les défaillances causées par des porteurs chauds et est généralement appliqué aux>mégmoires
ou aux|dispositifs ayant des dimensions submicroniques.

5.2.3.3 Polarisation inverse a haute température (HTRB)

L'essail de HTRB est configuré pour les jonctions de tenue en pulissance majeyres en
polarisation inverse des échantillons de dispositifs. Les dispositifs;sont caractérisés|par un
mode de fonctionnement statique aux niveaux ou proches des miveaux de courant ef/ou de
tension de claquage limites maximaux. Il convient que legs’ Conditions de polafisation
particulieres soient déterminées pour polariser le nombre maximal de jonctions a I’étaf solide
dans I€ dispositif. L’essai de HTRB est généralement appliqué a des dispositifs de puisisance.

5.2.34 Polarisation de grille a haute température (HTGB)

L’essail de HTGB polarise la grille ou d’autres oxydes des échantillons de dispositifs. Les
dispositifs sont normalement mis en fonctionfAfement en mode statique aux niveaux ou
proches des niveaux de tension de clagquagevd'oxyde limites maximaux. Il convient gque les
conditipns de polarisation particuliéres soient déterminées pour polariser le nombre nmaximal
de grilles dans le dispositif. L’essai de HTGB est généralement utilisé pour des dispogitifs de
puissance.

6 Reffroidissement

Des dispositifs a contrainte de haute température doivent étre refroidis a 55 °C oul a une
tempérpture inférieure ;~avant de supprimer la polarisation. Le refroidissemenf sous
polarisation n’est pas_prescrit pour une technologie donnée si les données de vérificatipn sont
fourniep par le fabricant. L’interruption de polarisation jusqu’a 1 min, dans le but de dgplacer
les dispositifs vers des positions de refroidissement séparées de I’enceinte dans laquglle les
essais [de duree de vie ont été réalisés, ne doit pas étre considérée comme une suppfession
de polgrisation. Toutes les mesures électriques spécifiées doivent étre réalisées avant tout
réchauffemeént des dispositifs, excepté pour les mesures intermédiaires soumisges aux
restrictions de I'Article 7.

NOTE La polarisation se réféere a I'application de tension aux broches de puissance.

7 Mesures

Les mesures spécifiées dans la spécification d’essai de durée de vie applicable doivent étre
réalisées initialement, a la fin de chaque période intermédiaire et a I'issue de I'essai de durée
de vie. Les mesures intermédiaires et finales peuvent inclure des essais a haute température.
Cependant, les essais a températures élevées doivent étre uniquement réalisés a l'issue des
mesures d’essai spécifiées a températures ambiantes (et inférieures). Aprés les essais
intermédiaires, la polarisation doit étre appliquée aux dispositifs avant que la chaleur ne soit
appliquée a l'enceinte, ou dans les 10 min de charge des derniers dispositifs a I'intérieur
d’'une chambre chaude. Les essais électriques doivent étre réalisés le plus tét possible et pas
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